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2. Improving the technology of kesterite and carbon based film formation for solar cells

Реферат:
1. Розроблено двостадійну технологію формування поглинаючих шарів, спрямовану на створення дешевих
тонкоплівкових ФЕП з широко розповсюджених матеріалів без використання токсичних речовин та створено
прототип тонкоплівкого ФЕП на їхній основі. Досліджено можливість одностадійного низькотемпературного
синтезу поглинаючих шарів з відпалом в атмосфері азоту або повітря. Встановлено, що при температурі
відпалу 390 °С формуються плівки зі структурою типу кестериту, а проведення відпалу в атмосфері азоту
призводить до зменшення оптичного відбивання світла на 25 %. Оптимізовано технологічні режими
осадження АПВ-плівок та плазмових обробок поверхні ФЕП. Показана можливість збільшення к.к.д.
кремнієвих ФЕП з вертикальними р-n переходами в більш ніж на порядок завдяки комбінації реактивного
іонного травлення поверхні ФЕП та наступної обробки в плазмі водню. Вперше використано плазмову
обробку поверхні та нанесення двошарового АПВ-покриття для просвітлення фотоприймача ІЧ-спектру, що
дало можливість збільшити його чутливість на 50 % в спектральному діапазоні 2,5-5,5 мкм. Розроблено



слідкуючу систему за сонцем та гібридне джерело живлення для неї, що в тандемі дають змогу збільшити
енерговіддачу ФЕМ на 25-35 %.

2. The thesis is devoted to the solution of actual scientific task concerning desing of models, methods and
information technology of monitoring of the distribution of impurities in monocrystalline silicon ingots in process
of their growth. In order to solve the set objective the model of the axial distribution of impurities in silicon ingots
was improved. The structure of multi-agent system of virtual monitoring of the axial distribution of impurities in
the ingot growth process was developed. The method for determining axial irregularity of the distribution of
impurities in silicon ingots was improved. The algorithm of monitoring of the distribution of impurities in silicon
ingots, which provides collaboration and coordination of all agents within the proposed multi-agent system was
developed. The method of virtual temperature control in the undercrystal zone, based on regression model was
improved. The software for solution of task of information support of monitoring of axial uneven of the
distribution of impurities in the silicon ingot growth was developed. The information technology for monitoring of
the distribution of impurities in silicon ingots during their growth was developed.
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